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�����アプリケーションにおけ
る���への�り�み‐

���が�むフォームファクタに�して、より�
くの�と���を�める��は、DC−DC��、
コンピューティング、���モータ・ドライブ、
��	�などのアプリケーションを
�する%�
にとって&きな��となっています。�くの'(、
)えば*�を+やしたり�を,�すると�-サイ
ズが&きくなり、�0として12を+,する3�が
�じる4��があります。,5�1は�6で���
が7く、89も:くなる'(があります。ヒートシ
ンクを=�した>?12では、��(@��には�
-)のサイズやコストが+Bします。CD�はE�F
イノベーションをIJさせてしまう4��がありま
す。

���Kな�L��は、CをM する@!のN
Oはまずそれを��させないことであることを"っ
ています。すなわち、P��QRはSQRよりも8
9�でなければなりません。��をTUさせるに
は、V#WX、さらに$�なことには�Lスイッチ
ング�-の[しい%\が$�です。しかし、�LV
#はすべてどれだけ89が�くても、ある&]のC
を��します。��が���されると>?�^12
の_が`るため、��はabcd(�をCef
が4�なgh'iにC�にd(するための、( �
かつ)j�なNOを*つけなければなりません。
パッケージがC��にm+をnぼすだけでなく、
リード,-cもm+をoえます。)えば、.いリー
ド,をpつパッケージはV#にq�/rをもたら
し、これがV#の?s0]と89のtNにm+をo
える4��があります。

DUAL COOL�がPQFNパッケージを!"させる
オン・セミコンダクターは�Ly]を�めるz1
を2�し、@jの�r��におけるC3 の{|�
�に}えるために、�Lデバイス��のパッケージ
%�を
�しました。｢Dual Cool｣%�は、�6��
のPower Quad Flat No-Lead (PQFN)パッケージングに
�づき、パッケージF�にヒートスラグを2Bし
て、�7MOSFETダイ�8のドレインおよびソース
�から7dC�#をWTします。この�8により、
プリント��(PCB)に7d�なC�b�#を��し
ながら、ヒートシンク・システムによるパッケージ
F�の9��12が4�になります。

Dual Coolパッケージ�8は、�:�なPQFNフォ
ームファクタを���に��したもので、��の�
���に}えるためのj�を�り�れています。
��が�いPower33およびPower56のリード;<とピ
ン;�を=pすることによって、��のPCBパッド
��でのヒートシンク��を{|できます。これは
>�PowerQFNパッケージ?�にヒートシンクを@
Aしている'(はB�に��な��であり、CDは
* です。

Figure 1. Solid Model Illustrating Dual Cool
Package Construction

リードフレームに¡たEクリップがDual Coolでは
ワイヤ・ボンディングにRわるものです。このアプ
ローチはC�bを{|するだけでなく、��PQFN
フォームファクタ¦での�^M �Lを§Fさせる
ため、¨れたC��による�い�Ly]を4�にし
ます。E�、クリップ%�を�いた���なPQFN
パッケージは、ワイヤボンド・ベースのPQFNパッ
ケージよりも13.9％{|されています。Dual Cool%
�は 5 × 6 mmパッケージにおいて、さらに��©を
57.5％に{|します。

www.onsemi.jp

TECHNICAL NOTE

http://www.onsemi.jp/


TND6224/D

www.onsemi.jp
2

Figure 2. The Cu Clip Offers Significant Improvement in Performance

Dual Coolはコア・パッケージ��の5Gとして4
ミルのHいシリコンを=�しています。これは�I
�に8ミル«のシリコン・ダイを=�していた¬�
�なMOSFETの«さのaにJ®します。ダイの«
さを4ミルに`らすことによって、C�および��
���が{|されます。これはドープされたシリコ
ンK¯からのバルク°±によってWTされた7いq
�°±のおかげです。この°±を	じてウェハF�
のトレンチ�8から´�のドレイン・リードフレー
ムd(に§かって�rが^れます。

Figure 3. Cross Section of Dual Cool 
and Heatsink Assembly

ダイのF�および´�にはaLµけ4�なM¶が
メッキされており、´�にドレインのリードフレー
ム、F�にソースおよびゲート・クリップをaLµ
けすることができます。ヒートシンクとº�し、

ダイからパッケージF�までのC�b�#を{|す
るために、ソース・クリップにヒートスラグがaL
µけされます。ヒートスラグはヒートシンク6�を
��するためにパッケージF�にN»しています。
@O�されたEクリップを�いてシリコンをリー
ドフレームにaLµけすると、���およびC�q
�Tがさらに`¼します。このパッケージ・タイ
プでは、�JC(d(�－ケースQC°±)に2つの$�
なTがあります。ドレイン・タブおよびF�ヒー
トスラグへのd(�－ケースQC°±です。データ
シートには�-タイプごとにこれらの½がRSされ
ています。これらの¾½は�-からの2つの89�
C�#の¿�であり、��Ly]��によって�じ
るCTUを3 するための%\Vを��します。

DUAL COOLがPOWERTRENCH� MOSFETを%"
オン・セミコンダクターのPowerTrench MOSFET
は、B�に7いRDS(on)をはじめ、¨れた�����
を��します。この�ÀRoHS�Áの�-は、モノリ
シックWXSyncFET�ショットキ・ボディダイオー
ドを¦Yしており、�LV#��にとって@�の
%\です。PowerTrench SyncFETは、jしいDual
Coolパッケージ%OのÂÃを>ける-Äな%\とな
りました。Dual CoolとPowerTrenchのZみ(わせ
は、5 × 6 mmおよび3.3 × 3.3 mm PQFN−JEDEC��
�-とÅじランド・パターンですが、60%ÆFのC
��§FをE>します。

Figure 4. Dual Cool has > 60% Better Thermal Performance than PQFN
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トップサイド12をÇえたDual Cool PowerTrench
MOSFETは、デバイスF�へのC�(がはるかに¨
れています。�くの'(、2Bヒートシンクなしで
=�して、サイズ、コスト、$�をÈ`できます。
ÉN§のeC�#によりC��が,�されたことや
Ê�のワイヤボンドNËにÌべてq�Tが{|さ
れているため、ヒートシンクを=�した'(はさら
に¨れた80がÍられます。

Dual Coolパッケージ%�とºせてヒートシンクを
=�すると、Å�[Îコンバータはより�い»L�
^と�Ly]をE>できることがE�により\Ïさ
れています。オン・セミコンダクターのトレンチ・

シリコン%�により、Dual Coolパッケージは�6を
リードする�Ly]とC��を]Tしています。

Figure 5. PQFN Based Dual Cool Packaging

Dual Cool�-ラインは、25〜150 VのBVDSSの^
hをカバーし､�¾のRDS(on)とパッケージ・サイズ
の%\Vがある20ÆFの�-を��しています｡

Figure 6. The Broad PowerTrench/Dual Cool Portfolio Offers Designers Choices

Dual Coolソリューションは、aフリーでRoHS¿Ñ
に�Áし、3.3 × 3.3 mm、5 × 6 mm、8 × 8 mmの
PQFNパッケージで��されます。
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ヒートシンクの)*

パッケージF�に=�されるヒートシンクのサイ
ズおよび��する4��がある�^に}じて、ab
c－ghQのC°±をさらに{|できます。

Figure 7. Comparison of Various Cooling Modes

FRのFigure 7では、&きいヒートシンクは45.2 ×
41.4 × 12.7 mmのアルミニウム�で､�さいものは
20.9 × 10.4 × 12.7 mmです。
PbヒートシンクがÓ�でき、��、フォームフ
ァクタ、eCメカニズムは、�c、Ó�4�なスペ
ース、efされるC�によってÕまります。�µN
Oも�Öで、aL×Ø、Ùしピン、Cテープ、ネジ
Ûめ、dAÜなどがあります。
C�bÝÞを=�すると、Dual Coolパッケージと
ヒートシンクQのddが{|され、6�でのeCを
ßげる�eをなくすことができます。
C�bÝÞ(TIM)にはÆàのような�くのbfがあ
ります。

• Cグリース
• áCパッド
• J��ÝÞ
• サーマル・テープ
• ギャップ・フィラシートまたはゲル
• C�b�dAÜ

オン・セミコンダクターのg�では、Cグリース
がギャップ・フィラシートよりもÀ��な{|につ
ながることをhしています。ギャップパッドに�し

て、ワイヤボンド・ユニットでは10%、クリップボ
ンドでは12%、Dual Coolでは21%��が{|されま
した。

これはi*�Læçが、ギャップパッドの5.8 Wか
らグリースによる7.0 Wへと j�に+Bすることを
?しています。@も��が¨れているのはグリース
ですが、kÜやèBéがlしく、またパッドには�
��mn��がありません。これらのトレードオフ
のê½はアプリケーションによってëáできます。
ヒートシンクを×Øするためにネジ、Ùしピン、
aLアンカをoめµけるアプリケーションでは、�
-にÎpU$がかかります。PQFN 8 × 8 Dual Coolパ
ッケージは、�ÎpU$へのq�がg�されシミュ
レートされています。�0として、このパッケージ
は���またはì�なírをsこさずに、@&
1500 NのTUにqえることをhしています。

PCBおよび-./の0123
PQFNパッケージは7�Îアプリケーションにîく
=�されています。これらのパッケージは、��か
つH�のため���なリードµきオプションにRわ
るtスペース�Rï-となります。Dual Coolパッケ
ージは、�6��のD2PAK SMDパッケージよりも
サイズのðで�Óです。
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Figure 8. Recommended Land Pattern for 8 � 8
PQFN (Dimensions in mm)

ソース・パッドおよびゲート・パッドはパッケー
ジのリードよりも&きく、aLのトゥフィレッティ
ングが4�です。また、これらのパッドはリードよ
りもñがîく、Zuòのボード�8や�-;<のば
らつきに�するóvをoえます。Bwすると、これ
らのi*©は@&0.10 mmまで+Bします。
N»したサーマル・パッドのランドパッドはN»
パッドのサイズとÅじです。このボードと�-Qの
&きなd(によって、�-をôっ�るõxaLの?
��Lが+すため、�-はランドパッドに�して�
7,にöびます。O÷なPCBレイアウトをøすと、
Dual Coolパッケージは�8ùに�に[しく;<され
ます。

?sùに&�のCが��する�Lアプリケーショ
ンでは、Cuランド・パターンがPCB-cにCをef
させるための&きなK¯を��します。
プリント��FのCuのú<Õめが、@�パッドか
らaLマスクがyØするランド・パッドにd(され
たより&きな()えば1 in2の)Cuパッドに+えた'
(、PQFN 8 × 8 Dual CoolパッケージのC��zêで
は、d(�－ghQC°±が&ñに{|されます。
したがって、ボードFのドレイン・パッドはeC
のために;<し、ボードFの&きなCuK¯にd(す
ることがûüされます。

まとめ

PowerTrench%�とDual Coolパッケージング%Oの
Zみ(わせは、@jの�ý��の2つの�þ�な�
�、すなわちできるだけ89!く?sさせて�Cを
�える、そしてabcd(�で��するCを4�な
{り89�にgh'iに�]する、に�Mしている
ことがÏらかです。

アプリケーションによっては、このパッケージを
2B12なしで=�できます。また2B12が3�
な'(は、|�にヒートシンクを�りµけて&ñに
C��を§Fさせることができます。
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